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Фr54) спосоБ криостАтировАния и зАпитки свЕрхпроводящЕЙ оБмотки
ИНДУКЦИОННОГО НАКОПИТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Способ криостатирования при запитке сверхпроводяп]ей обмотки индукционного

накопителя, вкJIючаюIцIй режим захолаживаниrI, ввод тока в сверхпроводящую обмотку
и удержание магнитного поля, отличающийся тем, что захолаживание сверхпроводяtцей
обмотки индукционного накопителя осуществляют за счет принудительного протока
жидкого гелия, а ввод тока и удержание магнитного поля обеспечивают с помощью
сверхпроводяIцего преобразователя тока, которыЙ располагают между накогIительноЙ
емкостью с жидким гелием и сверхпроводяlцей обмоткой индукционного накопителя,
при этом накопительную емкость с жидким гелием, сверхпроводящий преобразователь
ТОка и сВерхпроводящую обмотку индукционного накопителя распопагают в разных
КРИОСТаТах и сОединяют между собоЙ при помощи коаксиальных каналов, внутри
которых располагают гелиевые магистрали и токоподводы.

2. Способ криостатирования по п. 1, отличающийся тем, что жидкий гелий
ПРОКачиВаюТ ЧеРеЗ сверхпроводяrцую обмотку индукционного накопителя только с
ОДНОГО ИЗ ее ТОРцОВ, а сверхпроводящее состояние обеспечивается за счет
тегIлопроводности ее корIIуса и шунтов из гипертеплопроводящего материапа,
преимущественно из алюминия высокой степени его очистки.

3. Способ криостатирования по п. 1, отличаюIцийся тем, что прокачку жидкого гелия
ЧеРеЗ КаМеРУ ОхлаЖДения сверхпроводящего IIреобразователя и камеру охлаждения
сВеРхпрОводящеЙ обмотки индукционного накопителя обеспечивают за счет
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избыточного давлениJI в накопительной емкости с жидким гелием и разности I1потностей
жидкого гелия в подводящей и отводяIцей гелиевых магистралях.

4. Способ криостатирования по п. З, отличающийся тем, что камеру охлаждения
сверхпроводящ9го преобразователя тока выполняют в форме полого горизонтаJIьного
цилиндра, а камеру охлаждения сверхпроводящей обмотки индукционного накогIителя
выполняют в форме полого тора, расположенного на одном из ее торцов, которые
гидравлически соединяют с подводяrцей и отводяIцей магистраJIями жрцкого гелия.

5. Способ криостатирования по п. 3, отличаюIцийся тем, что накопительную емкость
с жидким гелием, охJIаждающую камеру сверхпроводящего преобразователя тока и
охлаждающую камеру сверхпроводящей обмотки индукционного накопитеJuI защшIIают
от лучистой составляющей теплопритоков с помощью охлаждаемых газообразным
гелием экранов, которые гидравлическим образом связаны между собой и rrаровым
пространством накопительной емкости с жидким гелием.

6. Способ криостатированиrI по п. l, отличаюrцlйся тем, что контроль уровня жI4дкого
гелия в накопительной емкости с жидким гелием осуIцествляют с помош{ью
сверхпроводящего гелиевого уровнемера, расположенного внутри накопительной
емкости с жидким гелием и электрически связанного через стабилизатор тока с

управляющим компьютером.
7. Способ криостатирования по п. 3, отличаюцийся тем, что входной конец

подводящей гелиевой магистрали располагают внутри накопительной емкости с жидким
гелием ниже ее минимального уровня жидкого гелия, а выходной конец отводящей
гелиевой магистрали распопагают внутри накопительной емкости с жидким гелием
выше ее максимzLпьного уровня жидкого гелия и смеIцают в сторону относителъно
центральной вертикальной оси накопительной емкости с жидким гелием.

8. Устройство для криостатирования при запитке током сверхпроводящей обмотки
индукционного накопителя, включаюIцее сверхпроводящую обмотку индукционного
накопителя, накопительную емкость с жидким гелием, сверхпроводящий уровнемер,
сверхпроводящий преобразователь тока, источник питаниrI и управляюrций компьютер,
отличающееся тем, что накопительная емкость с жидким гелием, сверхпровоцящий
преобразователь тока и сверхпроводяu1ая обмотка индукционного накопителя
заключены в свои отдельные криостаты, которые расположены соответственЕо друг
над другом цугом (последовательно) вдоль вертикальной оси и соединены между собой
при помощи коаксиальных каналов, внутри которых размеLцены гелиевые магистрали
и токоподводы, при этом гелиевая магистрzшь, питающая гелием сворхпроводящую
обмотку индукционного накопителя, расположена внутри гелиевой магистрrLпи,
предназначенной для вывода отработанного жидкого гелия из сверхпроводящой
обмотки индукционного накопителя обратно в накопительную емкость с жидким
гелием, а сильноточные токоподводы, соединяющие сверхпроводящий преобразователь
тока со сверхпроводящей обмоткойиндукционного накопителя, закреплены на внешней
поверхности выходяrцей гелиевой магистрали в виде двухзаходной спиральной ленты.

9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что сверхпроводящая обмотка
индукционного накопителя, сверхпроводящий преобразователь тока и накопительная
eь{'кocTb с жидким гелием окружены с внешней поверхности охлаждаемыми
газообразным гелием экранами, охлаждаюпIие змеевики (каналы) которых
гидравлически соединены по газу между собой и паровым пространством накоfIительной
емкости с жидким гелием,

10. Устройство по п. 8, отличаюtцееся тем, что внутри накопительной емкости с
жидким гелием установлен сверхпроводящий гелиевый уровнемер, выполненный из
тонкого сверхпроводника, установленного вдоль ее вертикальной оси и подкJIюченного
к блоку стабилизации тока и управляющему компьютеру.
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